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背景: 遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)は

極薄膜における優れた電気特性や特異な性質

を持ち近年注目を集めている。なかでもⅣB族

TMD は、これまで研究が盛んに行われている

二硫化モリブデン(MoS2)などのⅥB族 TMDと

比べて高移動度である[1]。ⅣB族 TMDの中で

比較的安定な二硫化ジルコニウム (ZrS2)は

MoS2 の約3倍の移動度と適度なバンドギャッ

プ(1.08 eV)を理論的に有しており、実際にスパ

ッタ法と硫化アニールにより作製した ZrS2の

ホール移動度は 1,250 cm2V-1s-1を示した[2]。本

研究では、一般に TMDの高品質成膜法として

期待される有機金属化学気相成長(MOCVD)に

より ZrS2の成膜を試みた。 

実験: 成膜は Zr前駆体として Zr[N(C2H5)CH3]4、

S 前駆体として[(t-C4H9)2S2]を用いた MOCVD

により行った。また、成膜した試料の評価には

X 線光電子分光法(XPS)、透過型電子顕微鏡

(TEM)等を用いた。 

結果: Fig.1 に XPS 測定による Zr 3d および S 

2pスペクトルを示す。また、Fig.2に成膜した

試料の断面 TEM 像を示す。Fig.1の Zr 3dスペ

クトルは Zr-O と Zr-S 由来のピークに分離で

き、S 2p のピーク面積との比から組成比 S/Zr

が1.92となることからZrS2の存在を示唆する。

また Fig.2より、堆積膜内に層状構造が観察さ

れ ZrS2が成膜されたことが確認できた。ZrOX

は大気暴露により形成された可能性が考えら

れ、成膜後の大気中で進行する劣化の予防が課

題である。 
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Fig.1 Zr 3d and S 2p spectra obtained by XPS 

measurement. 

Fig.2 Cross-sectional TEM image of sample 

formed on Si substrate with native oxide. 
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